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SMD-N12866E 
DESCRIPTION 
 
ＳＭＤ－Ｎ１２８６６Ｅは、２５６ＭビットＤＤＲ・ＤＲＡＭ（16M x 16bit）を５個搭載した１６Ｍｘ７２ビ

ットＤＤＲ・ＤＲＡＭモジュールです。 
 

FEATURES 
 

・ ２００ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール 

（ピン・ピッチ 0.60ｍｍ） 

・ 基板高 １.２５”（３１．７５ｍｍ） 

・ ＣＬ－ｔＲＣＤ－ｔＲＰ=３－３－３（ＰＣ３２００）、２.５－３－３（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００） 

・ ２．６Ｖ±０．１Ｖ単一電源（ＰＣ３２００）、２．５Ｖ±０．２Ｖ（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００） 

・ ８，１９２リフレッシュ／６４ｍｓ 

・ ＳＳＴＬ＿２コンパチブル 

・ /ＣＡＳレイテンシー３.０，２.５クロックプログラマブル（ＰＣ３２００） 

・         〃         ２.５，２.０クロックプログラマブル（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００） 

・ １バンク構成 

・ アンバッファードタイプ 

・ シリアルＰＤ 

・ 接続端子：電解金メッキ（ｔ≧０．７６μｍ） 

・ ＥＣＣ 
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Functional Block Diagram 
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#Unless otherwise noted, resistor values are 22 ohms ± 5% 
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Note: DQ wiring may differ from that described
in this drawing; however DQ/DM/DQS 
relationships are maintained as shown.
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VDDID strap connections:
(for memory device VDD, VDDQ)

Strap out (open): VDD = VDDQ
Strap in (closed): VDD  VDDQ
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